UKD 621.382.3

NORMA

BRANZOWA

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Tranzystory typu BF 196

BN-87
3375-31/09

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 szcze-
golowe wymagania dotyczace tranzystoréw krzemo-
wych n-p-n matej mocy, wielkiej czestotliwosci wyko-
nanych technologig epitaksjalno-planarng typu BF 196
w obudowie plastykowej, przeznaczonych do sprzgtu
powszechnego uzytku oraz urzadzen wymagajacych za-
stosowania elementéw o wysokiej 1 bardzo wysokiej
Jakosci.

Tranzystory BF 196 przeznaczone sg do stosowania
we wzmacniaczach posredniej czgstotliwosci wizji 1 w
stopniach automatycznej regulacji wzmocnienia OTV.,

Kategoria klimatyczna dla tranzystorow:

— standardowej jako$ct (poziom jakosci I) — 40/
125704,

— wysokiej jakosci (poziom jakosci III) — 40/125/
21,

— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci 1V) —
40/125/56.

2. Przykiad oznaczenia tranzystoréw

a) standardowej jakosct:

TRANZYSTOR BF 196 BN-87/3375-31/09
b) wysokiej jako$ci:

TRANZYSTOR BF 196/3 BN-87/3375-31/09
¢) bardzo wysokiej jakosci:

TRANZYSTOR BF 196/4 BN-87/3375-31/09

3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawieraé na-
stgpujace dane:

a) nazwe¢ producenta lub znak fabryczny,

b) oznaczenie typu,

¢) oznaczenie dodatkowe dla tranzystorow wysokiej
1 bardzo wysokiej jakoSci.

Tranzystory wysokiej jakosci powinny byé oznako-
wane cyfrg 3, a tranzystory bardzo wysokiej jakosci
cyfra 4 umieszczong po oznaczeniu typu.

4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen tranzystoréw
— wg rysunku 1 tabi. 1.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
— CE 36.
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Obudowa CE 36
Tablica 1. Wymiary obudowy CE 36
Symbol Wymiary w mm Symbol Wymiary w mm
wymiaru ) wymiaru .
min | nom max min | nom max
A — — 5,60 e — | 254y | —
Ay — — 7,80 e 2,00 - 2,50
A2 — — 4,00 € 1,35 — 1,75
b ~— 1,64 — j 1,10 — 1,30
b,y 1,15 — 1,25 L 4,00 — 4,30
b; 0,70 — 0.80 L 1,85 — 2,15
& 0,17 — 0,22 N, 3,20 — —
D -— . 7,50
—_ r—n 5
E —_ — 2,30 < -
') Wymiar teoretyczny.

S. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/
3375-31/00.

6. Wymagania szczegotowe do badan grupy A,B,CiD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow
A D, I, E wg rysunku i tabl. 1,

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 wg tabl. 2,

¢) badania grupy B, C 1 D wg tabl. 3,

d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C 1 D wg tabl. 4.

1. Pogostate postanowienia — wg BN-80/3375-31/00.

Zgtoszona przez Fabryke Poétprzewodnikéw TEWA
Ustanowiona przez Dyrektora Naukowo-Produkcyjnego Centrum Poétprzewodnikéw dnia 15 kwietnia 1987 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 8/1987, poz. 22)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE L ALFA" 1987,

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,00 Nakt. 2500 + 40 Zam. 1205/87

Cena zt 27,00
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Tablica 2. Parametry elektryczne podstawowe sprawdzane w badaniach podgrupy

A2, A3, AdiC2

Metoda Wartosci graniczne
Podgrupa Kontrolowany omiaru : Jed-
. ’p Rodzaj badania d P Warunki pomiaru © BF 196
badan parametr wg PN-74/ nostka
T-01504 min max
I 2 3 4 5 6 7 8
A2 Sprawdzenie podstawowych | Iz, ark. 05 Upg =10V Ir=0 nA — 100
parametrow elektrycznych
U sr)cao ark. 04 I. = 10pA I =0 \' 40 -
Usr)Eno ark. 04 I, =10 pA I-=0 Vv 4 —
hy ey ark. 08 Ug =10V I = 4 mA — 30 —
A3 Drugorzedne parametry Upe ark. 01 I =4 mA Ueg = 10V Vv — 0,85
L elektryczne
It ark. 24 I.= 4 mA
Ugp =10V MH:z 250 —
S = 100 MHz
= S ark. 23 -Ip = 1 mA
Ug =10V pF = 0.3
S =1 MHz
' C, ark. 25 I- =4 mA
Ueg =10V ps — 12
f =50 MHz
AGpe rys. 1-2 Ir=4 — 6 mA
rys. I-23 |Rp + R = 39 kQ) dB 30 —
niniejsze] | -Ug = 25 V
normy f= 364 MHz
A4 Sprawdzenie parametrow 1po ark. 05 Up=10V
elektrycznychwr = 125°C Ip=0 pA — 50
(poziom III i IV)

') Pomiar impulsowy L < 300 us, 6 < 2%,

Tablica 3. Wymagania szczeg6towe do badan grupy B, C i D

Lp. Podgrupa badan Rodza; badania Wymagania szczegélowe
1 2 3 4
1 Bl, CI Sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej wypro- proba Ub, metoda 2; 2,5 N
wadzen - proba Uay; 5 N
Sprawdzenie szczelnosci préba QI
2 | B3 C9 Sprawdzenie wytrzymatoéci na spadki swobodne potozenie tranzystora w czasie spadania wypro-
wadzeniami do gory
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na udary wielokratne | mocowanie za obudoweg
4 BS, C5 Sprawdzenie wytrzymatosci na nagte zmiany Ty = =05°C, Ty = 125°C
(poziom jakoéci 111 1 [V) |temperatury '
5 B6, C6 Sprawdzenie odpornoéci na narazenia elektryczne | Uktad OB wg PN-78/T-01515 tabl. 5
Iy =8 mA, Uy =20V
6 | C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,2 g
7 C4 Sprawdzenie wytrzymato$ci na przyspieszenie stale | kierunek probierczy, obydwa kierunki wzdhuz
osi wyprowadzen, mocowanie za obudowg
Sprawdzenie wytrzymato$ci na wibracje o stalej
czgstotliwosci (dla poziomu jakosci I) ,
mocowanie za obudowe
Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o zmiennej
czgstotliwosel (dla poziomu jakosci IH 1 IV)
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cd. tabl. 3.
Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegolowe
1 2 3 4
8] C5 Sprawdzenie wytrzymato$ci na ciepto lutowania temperatura kapieli 350°C AQL = 4,0
gl €7 Sprawdzenie wytrzymatosci na zimno Log i ™ -55°C
(poziom jakosci 1V)
10 | C8 Sprawdzenie wytrzymatosci na suche gorgco by wmn ™ -125°C
(poziom jakosci II111V)
11| CI10 Sprawdzenie wymiarbw wg rysunku i tabl. 1
12 | DI Sprawdzenie odpornosci na niskie ci$nienie temperatura narazania 25°C
(poziom jakosci 1111 1V) | atmosferyczne
13| D2 Sprawdzenie wytrzymatosci na rozpuszczalniki alkohol etylowy, aceton
sprawdzane wymiary A, D i1 L wg tabl. 1
1 rysunku; masa tranzystora 0,2 g
14 ] D3 Sprawdzenie palnosci palnos¢ zewngtrzna
15| D4 Sprawdzenie wytrzymatosci na ple$n brak porostu plesni po badaniu
16 | D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mgle solna potozenie tranzystora dowolne
Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, III i 1IV)
Metoda Wartosci graniczne
Oznaczenie literowe pomiaru , _ . Jed-
Lp. Warunki pomiaru Podgrupa badan BF 196
parametru wg PN-74/ nostka
T-01504 min max
1 2 a 4 5 6 7 8
] Iego ark. 05 Up=10V =0 Bl, Cl, B3, B4, BS, nA —_ 100
cd, €4, C5, C7,
9, DI
B6, C6, C8 nA —_ 500
&Y pA — 50
2 1 hyp, ark. 08 I. =4 mA B1, B3, B4, BS, ClI, — 30 —
Up =10V c2, C4, C5, CI, C9
B6, C6, C8 - 24 —
C24) — 15 —
") W czasie badalnia.
%) Pomiar impulfowy 1, < 300 us, & < 2%.
KONTIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Potprzewodnikow — Fabryka Potprzewodnikéw TEWA, War-
szawa ul. Komarowa 5.

2. Normy zwigzane
PN-74/T-01504/01 Tranzystory.
PN-74/T-01504/04 Tranzystory.

! Uisryeso
PN-74/T-01504/05 Tranzystory.

i Tpgo
PN-74/T-01504/07 Tranzystory. Pomiar napi¢é¢ przebicia Uipryceor

U(BR)CER‘ U{BR)CES‘ U(BR)CEX metoda impulsowa
PN-74/T-01504/08 Tranzystory. Pomiar h,,, metodg impulsowa
PN-74/T-01504/23 Tranzystory. Pomiar parametréw [Y] w zakresie

w.CzZ,

Pomi.ar hy g 1 napigcia Ugp
Pomiar napi¢¢ przebicia Ugpicpo

Pomiar pradéw wstecznych I.p,

PN-74/T-01504/24 Tranzystory. Pomiar modutu |h215| w zakresie
w.cz. i czgstotliwodci fr

PN-74/T-01504/25 Tranzystory. Pomiar stalej czasowej sprzgzenia
zwrotnego ry,.C, . .

PN-78/T-01515 Elementy pOtprzewodnikowe. Ogoélne wymagania
i badania

BN-80/3375-31/00 Elementy pdtprzewodnikowe. Tranzystory male;
mocy, wielkiej czestotliwosci

3. Symbol wyrobu wg KTM — BF 196 — 1156213316008.
4. Wartoéci dopuszczalne — wg rys. I-1 i tabl. I-1.

5. Dane charakterystyczne — wg tabl. 1-2 i rys. 14 <+ ]-9.
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Rys. I-1. Zalezno$¢ temperaturowa calkowitej mocy wejsciowej
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Rys. 1-2, Schemat ukiadu pomiarowego wspélczynnika wzmocnienia mocy (I stopien wzmacniacza poSredniej czgstotliwosci)
Obwdd bazy przy regulacji wzmocnienia mocy napigciem Re+ R =39 kX -Ug; = 25 V oraz przy regulacji wzmocnienia mocy pradem:
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Rys. I-3. Krzywe spadku wzmocnienia mocy AGp = const Rys. [-4. Zalezno$¢ napiecia kolektor-emiter od impedancji bazy

Ucgr = f(Zp)
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Tablica 1-1. Wartosci dopuszczalne

Lp. Oznaczenie parametru Nazwa parametru Jednostka Wartosc];l;:k)lx;l;szczalnc
1 2 3 4 3
L | Uego Napigcie kolektor-baza v 40
2 Ucro Napigcie kolektor-emiter \% 30
3 | Uggo Napigcie emiter-baza Vv 4
4 1. Prad kolektora mA 25
5 {1 Prad bazy mA 3
6 P Catkowita moc wejsciowa (stata lub srednia) na wszy- mW 160
stkich elektrodach przy 7, , = 25°C
7 S Temperatura zlacza e & 125
8 | 1y Temperatura przechowywania s =55 + 125
9 |t Temperatura otoczenia w czasie pracy oC -40 =+ 125
Tablica 1-2. Dane charakterystyczne
Lp. Oz.naczcme Nazwa parametru Warunki pomiaru JER- dp Be 0
literowe nostka .
min typ max
1 2 3 4 5 6 7 8
V1l Iepo Prad zerowy kolektora Uego = 10V, I, =0 nA — — 100
2 | Uggycao Napigcie przebicia kolektor-baza I = 10 wA, I = 0 A% 40 — -
3 U(BR)CEO Napigcie przebicia kolektor-emiter I-=4mA, I; =0 Vv 30 — —
4 U[BR)EBO Napigcie przebicia emiter-baza Ip = 10 pA, I, =0 A% 4 — —
S| hyg Statyczny wspolczynnik wzmocnienia pra- | I, = 4 mA, U = 10V — 30 — —
dowego w ukladzie wspolnego emitera
6 | U Napigcie baza-emiter IC = 4 mA, UCE =0V A" — 0,75 0,85
71 fr Czgstotliwos$¢ graniczna Inr=4mA, Uyp=10V MHz 250 400 —
f = 100 MHz
8 | ryp C, . Stata czasowa sprzgzenia zwrotnego przy |I. = 4 mA, U, = 10V ps — — 12
wielkiej czgstotliwosci f=1 MHz
9 | —Cigps Pojemnos$¢ sprzgzenia zwrotnego (przy Ip =1 mA, Uy =10V pF — 0,25 0,3
wejsciu zwartym dla przebiegéw zmien- f =1 MHz
nych) w uktadzie wspdlnego emitera
10 | AG, Zakres regulacji wzmocnienia mocy c=4 T~ 8 mA dB - 60 —
f = 36,4 MH:z
11| g, Malosygnatowa zwarciowa konduktancja | /. = 4 mA mS — o4 —
wejSciowa w ukladzie wspolnego emitera
12 | |yy.l Modut zwarciowej admitancji przenosze- | Uyp = 10 V mS - 105 —
nia wprzdéd w uktadzie wspdlnego emitera
13| &5, Matosygnalowa zwarciowa konduktancja |f = 35 MHz uS — 40 —
wyjSciowa w ukladzie wspdinego emitera
14| G, Wzmocnienie mocy Io =4 mA, -Ug,, =25V
R, + R- = 3,9 k0 dB — 26 —
f = 364 MH:z
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